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განხილულია პოლიგონალური კვეთის მქონე ხელოვნური  კრისტალების ზრდა 

მუდმივი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში. ზრდის პროცესი აღიწერება 
სამგანზომილებიანი რეაქცია-დიფუზიის განტოლებით შესაბამისი საწყისი-
სასაზღვრო პირობებით [1,2,3]. ცვლადთა განცალების მეთოდით ამოცანა 
დაყვანილია ორგანზომილებიან ამოცანაზე, რომლის ეფექტური ამოხსნები მიიღება 
კონფორმულ ასახვათა მეთოდით. 
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